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(57) Abstract: 

PURPOSE: To prevent etching of a part not requiring 
corrosion even when etching solution leaks, and enable 
stable back etching, by installing liquid-stopping 
packings double on the inside and the outside, and 
installing a vacuum trap linked with the space between 
the packings and a vacuum pump. 

CONSTITUTION: Material part constituting the other 
surface side of a substratum 8a on which a thin film is 
formed is etched and eliminated, and a membrane 
retained by the substratum 8a is formed. In this back 
etching equipment, packings 7 which are interposed at 
least at the part where the surface to be etched of the 
substratum 8a is fixed to a penetrating aperture part 5 
of an etching liquid reservoir 1 are installed double on 
the inside and the outside. A space constituted of the 
part between the packings 7 and a pressure reducing 
groove 6 arranged around the aperture part 5 is formed. 
A vacuum trap 3 for leak etching liquid and a vacuum 
pump 4 are installed which trap is linked with the 
space. For example, the substratum 8a is an X-ray mask 
intermediate. 
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11. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Fe- 
derkontakt (11) als aus der Bohrung (4) herausragender Federscifc * 
ausgebildet ist. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Nuten (17) bis (19) so gestaltet sind, daB sie 
das sich infolge Que 11 ens und/oder Pressung veranderte Vo lumen der 
O-Ringe (7) bis (9) aufnehmen kdnnen und die uber die O-Ringe (7) 
bis (9) ubertragenen Druckkrafte etwa konstant bleiben. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
Deckel (22) und Grundkarper (33)der Atzdose aus PP hergestellc sind. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daB 
der O-Ring (8) lose im Grundkarper (3) liegt. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daB 
der deckelseitige O-Ring (27) lose zwischen Deckel (2) und Wafer- 
oberseite liegt. 

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl im Grundkorper (23) ein Federkreuz (41) angeordnet 
ist, welches den Wafer (1) abstutzt. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB wenig- 
stens eine der Zungen (42) des. Federkreuzes (41) aus elektrisch 
leitfahigem Material besteht oder mit einem elektrisch leitfahigen 
Material ummantelt ist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB der * 
Draht (10) zur elektrischen Kontaktierung des Wafers (1) mit der 

Zunge (42) des Federkreuzes (41) verbunden ist. * 

19. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Draht (10) und/oder die leitfahige Ummantelung (43) der Zunge (42) 
des Federkreuzes (41) aus Platin sind. 
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4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafi das 
RShrchen (6) bzw. der Schlauch aus Polypropylen (PP) oder Polyviny- 
lidenfuorid (PVDF) - Runs ts toff hergestellt sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
Deckel (2) und Grundk5rper (3) aus PVDF-Kunststoff hergestellt sind. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Innenbereich (12) der Deckelunterseite stufen- 
formig uberhdht, der Innenbereich (13) der Grundkdrperoberseite stu- 
fenfdrmig vertieft ausgebildet sind, und die Stufungen gleichen 
Durchmesser besitzen. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Deckel (2) und Grundkorper (3) Nuten (17) 

bzw. (18) aufweisen, in denen die O-Ringe (7) bzw. (8) vorspringend 
angeordnet sind. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Grundkdrper (3) auf dem gegenaber dem Innenbe- 
reich (13) uberhohten Rand eine weitere Nut (19) aufweist, in der 
ein weiterer 0-Ring (9) angeordnet ist. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Deckel (2) im gegenuber dem Innenbereich (12) 
vertieften Rand eine weitere Nut aufweist, in der ein weiterer 
0-Ring (7) angeordnet ist. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi bei geschlossener Atzdose die Randbereiche des 
Deckels (2) und des Grundkorpers (3) unter Ausubung eines definier- 
ten Anprefidrucks auf die zwischen Deckel (2) und Grundkorper (3) be- 
findlichen O-Ringe '7, 8, 9) bundig auf einanderliegen. 



WO 92/02948 



- 10 - 



PCT/DE91/00545 



Anspruche 

1 . Vorrichtung zum einseitigen Atzen einer Halbleiterscheibe (Wa- 
fer) , nach Arc einer Atzdose, gekennzeichnet durch einen wannenfSr- 
migen Grundkerper (3, 23) mit einem elektrischen Federkontakc (11) 
und einer durch den Grundkorper (3, 23) verlaufenden Bohrung (4), 
durch welche ein mit dem Federkontakc (11 , 43) verbundener Draht 
(10) aus der Atzdose herausgefuhrt wird, durch einen dichtschlussig 
auf den Grundkorper (3) passenden Deckel (2, 22), der oberseitig 
eine Offnung (5, 25) zum Durchcritt der Atzflussigkeic aufweist, 
sowie durch mindescens zwei 0-Ringe (7 und 8, 27 und 28), von denen 
einer zentrisch im Grundkorper (3, 23), der andere zencrisch im 
Deckel (2, 22) angeordnet ist, zwischen denen der zu aczende Wa- 
fer (1) eingespannt wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafl wenig- 
stens zwei 0-Ringe (7, 8, 27, 28) gleiche Durchmesser haben. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl sich am 
Ausgang der Bohrung (4) ein Rdhrchen (6), ein Schiauch oder dgl. an- 
schlieflt, welches die Bohrung fortsetzt und aus der Atzlosung her- 
ausfuhrt. 
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Der auBere Zusammenhalt zwischen Deckel 22 und Grundkdrper 23 der 
Atzdose erfolgt, wie in Figur 2b dargestellt, durch Schnellspannver- 
schlHsse 45 in Form von Klammerverschlussen. Sie sind zweckmaflig mitt 
einem der Prefl-Ringe 44 fest verbunden und werden am anderen durch 
geeignece Vorrichttungen fixiert. 



Alternativ wird die aus Deckel 22 und Grundkarper 23 bestehende Attz- 
dose durch zwei Prefl-Ringe 44 aus einem saurebesttandigen Material, 
wie z. B. hartem Kunststoff , zusammengehalten, indem sie zwischen 
die Ringe 44 eingespannt wird. Die Prefl-Ringe 44 ihrerseits werden 
mitttels Schrauben gegeneinander gepreBc. Die Prefl-Ringe sind in die- 
sem Fall alt Bohrungen versehen, durch welche die Schrauben gesteckt 
werden. 
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Grundkorper s 23 plazierte Bohrung 4 aus dem Grundkorper her axis ge- 
fuhrt ist. An die Bohrung 4 schlieBt sich an der Bodenwannen-Aufien- 
seite dichtschlussig ein aus der Atzlosung herausragendes Rohrchen 
6, bzw. ein Schlauch o. dgl. an, in dem der Kontaktierdraht 10 aus 
der Atzl5sung herausgefuhrt wird. Der Deckel 22 leitet sich aus dem 
standardmaBig zum Grundkorper 23 gehdrenden Oberteil der Transport - 
box ab. In die Oberseite ist eine kreisf armige Gffnung 25 gedreht, 
durch welche die Atzlosung hindurchtreten kann. Ihr Durchmesser be- 
tragt zwecfcmaBig 60 bis 70 2 des gesamten Atzdosendurchmessers , bei 
einer filr Vier-ZoLl -Wafer vorgesehenen Atzdose beispielsweise 70 - 
80 mm. 

Zur Anwendung der Atzdose wird der Wafer 1 mit der zu atzenden Seite 
nach oben in den Grundkorper 23 auf den darin angeordneten O-Ring 28 
gelegt. Durch das von der Unterseite leicht gegen die Waferrrlckseite 
dnickende Federteil 41 , welches beispielsweise ein Federkreuz ist , 
erf olgt die elektrische Kontaktierung des Wafers 1 . Auf die nach 
oben weisende Waferseite wird ein zweiter O-Ring 27 gelegt, der kon- 
zentrisch ausgerichtet wird. Der zweite O-Ring 27 hat denselben 
Durchmesser wie der im Grundkorper 23 angeordnete. Die Querschnitte 
beider O-Ringe 27, 28 sind so dimens ioniert , daB der zwischen den 
O-Ringen 27, 28 eingespaimte Wafer 1 bei geschlossener Atzdose fest 
und rutschsicher gelagert wird. Ein leichces Quellen der O-Ringe 27, 
28 andert den AnpreBdruck auf den Wafer 1 nicht. AnschlieBend wird 
der Deckel 22 auf den Grundkorper 23 aufgesetzt, wobei zur Verbesse- 
rung der Dichtigkeit auf die Dichtflache 37 zwischen Deckel 22 und 
Grundkdrper 23 pastoses Silicon aufgebracht wird. Eine andere Mog- 
lichkeit, eine gute Dichtung zu erzielen, bestehc darin, die Dicht- 
flachen 37 izwischen Grundkerper 23 und Deckel 22 konisch zu gestal- 
ten, so daB sie durch Zusammenpressen schlussig aufeinanderliegen. 
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Weise der Atzlasung ausgesetzt werden. Insbesondere konnen Dauer und 
Temperatur des Atzprozesses frei gewahlt werden, da durch die Druck- 
ausgleichsbohrung 4 gewahrleistet ist, daB in dem unter dem Wafer 1 
gegebenen Hohlraum kein Uberdruck, und somit keine Bruchgefahr ent- 
stehen kann. 

Ein zweites Aus f uhrung sb e i s p i e 1 zeigen die Figuren 2a und 2b. Kit 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel ubereinstimmende Teile sind mit den 
gleichen Bezugszahlen versehen. 

Das in Figur 2a gezeigte Ausfuhrungsbeispiel besteht aus den Haupt- 
teilen Deckel 22 und Grundkarper 23 sowie zwei PreBringen 44. Der 
Grundkarper 23 ist das Unterteil einer handelsablichen Vafertrans- 
portbox, wie sie beispielsweise bei der Fa. FLUOROtfARE erhaltlich 
ist. Die Atzdose besteht aus Polypropylen (PP) , einem Material das 
auch bei hohen Atz temperatur en eine gute Forms tab ili tat aufweist und 
sehr preiswert ist. In der leicht konischen Bodenwanne des Grundkdr- 
pers 23 befinden sich ein zentrisch lose eingelegter 0-Ring 28, des- 
sen Durchmesser etwa 4/5 des Atzdosendurchmessers betragt, sowie ein 
innerhalb des O-Ringes 28 angeordnetes kreuzfdrmiges Federteil 41 , 
wie es ebenfalls im Handel erhaltlich ist. Eine der vier federnden 
Zungen 42 des Federteils 41 ist mit einem elektrisch leitenden Blech 
43 einer Dicke von ungefahr 0,05 mm ummantelt. Das Federteil 41 sta- 
bilisiert einerseits bei geschlossener Atzdose den zu atzenden Wafer 
1 im Mittelbereich, andererseits dient die blechummantelte Zunge 42 
zur elektrischen Kontaktierung der Waferruckseite. Es kann fest mit 
dem Grundkarper 3 verbunden oder lose eingelegt sein. In letzterem 
Fall ist zweckmaBig eine La ge rung fur das Federteil 41 , zum Beispiel 
in Form eines Ringes vorgesehen. An das Metallblech 43 ist ein Draht 
10 aus Platin angelotet, welcher durch eine in der Bodenwanne des 
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Der Atzdosendeckel 2 weist im gegenuber dem Rand uberhdhten Innenbe- 
reich 12 eine Nut 17 auf, die so ausgebildet ist, daB sie bei ge- 
schlossener Atzdose genau uber der Innennut 18 des Grundkdrpers 
liegt. In der Nut ist ein weiterer O-Ring 7 angeordnet. 

Der aufiere . O-Ring 9 im Grundkdrper 3 tind der im Deckel 2 plazierte 
O-Ring 7 sind wahrend des Atzprozesses jeweils von einer Seite her 
der Atzlosung ausgesetzt, wodurch sie geringfugig quellen. Dies kann 
zu einem erhdhten Druck auf den zwischen den O-Ringen 7 und 8 
eingespannten Wafer fuhren. Die Form der die 0-Ringe 7 bis 9 fixie- 
renden Nuten 17 bis 19 ist deshalb zweckmaBig so ges taltet, da£ eine 
VolumenvergrdBerung der O-Ringe 7 bis 9 infolge Quellens von den Nu- 
ten 17 bis 19 aufgenommen und der Druck auf den Wafer 1 dadurch je- 
derzeit etwa konstant bleibt. 

Deckel 2 und Grundkdrper 3 der Atzdose werden durch Schrauben, wel- 
che durch dafur an den Randern von Deckel und Grundkdrper angeordne- 
te Bohrungen 15 gesteckt werden, zusammengehalten. Alternativ kann 
die Verbindung von Deckel und Grundkdrper auch durch Schnellspann- 
verschlusse erfolgen. In diesem Fall mussen an der Deckeloberseite 
und der Grundkdrperunterseite Maflnahmen zur Fixierung der Schnell- 
spannklammern getroffen werden. Der Druck, mit dem die Atzdosenteile 
zusammengepreBt werden, ist so zu wahlen, dafl die gestuften Rander 
von Deckel 2 und Grundkdrper 3 fest aufeinander liegen, wobei die 
von auBen sichtbaren 0-Ringe 7 und 9 nahezu vollstandig in die Nu- 
ten 17 bzv. 19 gepreBt werden. 

Zur Anwendung der Atzdose wird der Wafer 1 in den Grundkdrper 3 auf 
den darin angeordneten inner en O-Ring 8 gelegc. Die zu schutzende 
Seite weist zur Grundkdrperoberflache 14. Anschliefiend wird der 
Deckel 2 aufgelegt und durch Festziehen der Schrauben mit dem Grund- 
kdrper 3 verbunden. Die verschlossene Atzdose kann in beliebiger 
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gestaltet, daB bei geschlossener Atzdose mit darin bef indlichem Wa- 
fer die Randbereiche des Deckels 2 und des Grundkorpers 3 bundig 
aufeinanderliegen, wobei die 0-Ringe 7, 8, zwischen welchen der Wafer 
1 eingespannt ist, um etwa 20 X ihrer Schnurdicke gequetscht sind. 
Die Durchmesser der Vertiefung am Innenbereich 13 bzw. der Uberhd- 
hung am Innenbereich 12 sind etwas groBer als der Durchmesser des 
Wafers 1 , fur den die Atzdose ausgelegt ist. Der Grundkorper 3 be- 
sitzt vorzugsweise zwei konzentrische Nuten 18 und 19, von denen 
eine in den stufenformig uberhShten Randbereich, die andere am Rand 
des Innenbereichs 13 eingearbeitet ist. In den Nuten 18, 19 befindet 
sich jeweils ein O-Ring 8, 9. Die innerhalb des inneren O-Ringes 8 
liegende Grundkorperoberflache 14 ist uber eine Bohrung 4, deren 
Durchmesser zweckmaBig 0,1 - 5 mm betragt,mit der Grundkorperaufien- 
seite verbunden. Am Ausgang der Bohrung 4 auf der Grundkdrperauflen- 
seite schlieBt sich unmittelbar ein Rahrchen 6 oder ein Schlauch an, 
velche die Bohrung 4 fortsetzt, Durch die Bohrung 4 erfolgt zum ei- 
nen der Druckausgleich zwischen der Umgebung und dem durch Wafer 1 , 
O-Ring 8 und Grundkarperoberflache 14 umschlossenen Raum. Zum ande- 
ren wird durch die Bohrung 4 der far die elektrische Kontaktierung 
des Wafers 1 erforderliche Draht 10 nach aufien gefOhrt. Die Boh- 
rung 4 verlauft zweckmaBig rechtwinklig von der Innenflache zur 
schmalen seitlichen AuBenflache des Grundkorpers. Durch die recht- 
winklige FOhrung kann die Atzdose bequem vertikal in die Atzlosung 
eingefuhrt werden. Die Bohrung 4 ist zu diesem Zveck an ihrem Aus- 
gang in Form eines sich anschlieBenden geraden Rdhrchens 6 oder 
Schlauches fortgesetzt, welches aus der Atzldsung herausragt. Andere 
Fuhrungen der Bohrung 4 sind selbstverstandlich gleichwertig. Auf 
der inneren Grundkdrper-Oberflache 14 ist am Ende des durch die Boh- 
rung 4 gefuhrten Drahtes 10 ein Federkontakt 11 angebrachc, der eine 
sichere elektrische Kontaktierung des Wafers 1 gewahrleistet . 
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In einer anderen vorteilhaf ten Ausfuhrung wird die Atzdose von einer 
im Handel erhaltlichen Polypropylen- (PP) -Transportbox abgeleitet. 
Eine auf diese Art gefertigte Atzdose ist milchig durchsichtig und 
gestattet, etwaige Undichtheiten der Atzdose sofort von aufien zu er- 
keimen. Eine solche aus PP bestehende Atzdose ist ferner aufleror- 
dentlich preisgunstig. In den Kontaktbereich zwischen Deckel und Bo- 
denteil wird als zusatzliche Dichtung zweckmafiig Siliconpaste einge- 
bracht. Ein Fedarteil im Grundkorper erlaubt eine zuverlassige elek- 
crische Kontaktierung der Waf errackseite sowie ein schnelles Einset- 
zen und Entnehmen des Wafers. 

Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung warden anhand von Zeichnun- 
gen und der anschlieBenden Beschreibung naher erlautert werden. 

Zeichnung 

Es zeigen Figur 1 einen Schnitt einer aus PVDF gefertigten Atzdose, 
Figur 2a und 2b Schnitte einer PP- Atzdose. 

Beschreibung 

Das in Figur 1 gezeigte erste Aus fuhrungsbei spiel besteht aus den 
Hauptteilen Grundkorper 3 und Deckel 2. Beide Teile sind aus dem 
Kunststoff PVDF gefertigt. Das Material ist auch bei hohen Tempe- 
raturen formstabil und erlaubt eine Mehrfachverwendung der Atzdose. 
Die gesamte, aus Deckel 2 und Grundkdrper 3 gebildete Atzdose hat 
vorzugsweise eine runde Form, jedoch sind auch andere Formen mog- 
lich. Deckel 2 und Grundkdrper 3 sind in ihrer Form so gestaltet, 
dafi sie aufeinander passen. Dazu ist der Rand des Deckels 2 gegen- 
uber dem Innenbereich 12 stufenformig abgesenkt, wahrend der Rand 
des Grundkorpers 3 stufenformig erhdht ist. Die Stufungen sind so 
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Vcrteile der Erfindung 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung hat den Vorteil, daB die Wafarkante 
absolut sicher gegen Kontakt mit der Atzldsung geschutzt ist. Die 
den Wafer haltenden 0-Ringe sind genau abereinander angeordnet, so 
daB beide Waferseiten mit symmetrischen Haltekrafcen beaufschlagt 
werden. Der Wafer ist dadurch, daB seine Befestigung nur uber 
0-Ringe erfolgt, elastisch gelagert. Er wird gegen die Atzldsung 
geschatzt von der Ruckseite her elektrisch kontaktiert. Durch die 
Verbindung mit der AuBenumgebung entsteht auch bei hohen Tempera- 
turen der Atzldsung im Hohlraum unter der Waferruckseite kein 
Uberdruck. Die Vorrichtung gestattet damit eine maximale Bruchsi- 
cherheit. Die gute Formstabilitat der verges chlagenen Materialien 
gestattet eine Mehrfachverwendung der Atzdose. Die elektrische Kon- 
taktierung des Wafers erfolgt vorteilhaft durch Federkontakte. 

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Vorrichtung ergeben sich 
aus den in den Unteranspruchen genannten MaBnahmen. 

Bei Herstellung der Atzdose aus einem Polyvinyliden Fluo- 
rid- (PVDF)-Kunststoff werden zweckmaBig in Deckel und Bodenteil je- 
weils Nuten vorgesehen, welche die 0-Ringe fixieren. Das Volumen der 
Nuten wird, da die 0-Ringe durch den Kontakt mit der Atzlosung quel- 
len, so bemessen, daB der Druck auf den Wafer konstant bleibt. Im 
Kontaktbereich zwischen Deckel und Bodenteil ist zwec kmaB ig ein 
dritter O-Ring vorgesehen, urn zusatzliche Sicherheit zu erhalten, 
daB keine Atzlosung in den Kantenbereich eindringen kann. Vorteil- 
haft wird fur die elektrische Kontaktierung der Waferruckseite ein 
Federstift verwendet. 
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dem 0-Ring aufliegt, die Bruchgefahr. Eine Vorrichtung zunt Druckaus- 
gleich fur den unter dem Wafer entstehenden Luftraum ist niche vor- 
gesehen. Auch die M6glichkeit einer elektrischen Kontaktierung des 
Wafers, urn einen elektrochemischen Atzstop durchfuhren zu k6nnen, 
ist nicht vorgesehen. 

Das Grundmaterial Teflon weist ferner eine far die vorgesehene 
Anwendung bei hohen Atztemperaturen zu geringe Forms Cab ili tat auf . 
In Losungen-verandert Teflon durch Que 11 en sein Vo lumen und damit 
seine Form. Eine Atzhalterung aus Teflon kann deshalb nicht mehrfach 
benutzt werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung fur das 
einseitige Atzen von Siliciumvafem anzugeben, die den zu atzenden 
Wafer mechanisch gering beansprucht, einen vollstandigen Schutz der 
Waferkanten gewa.hr le is tet und einen elektrochemischen Atzstop 
gestattet. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaJS gelost durch die kennzeichnenden 
Merkmale des Anspruchs 1 . Hierbei wird eine Halterung nach Art einer 
Atzdose mit offenem Oberteil benutzt, die mit zwei O-Ringen versehen 
ist, zwischen welche der Wafer eingespannt wird und welche so ange- 
ordnet sind, daB die Atzldsung nur den innerhalb des deckelseitigen 
0- Rings befindlichen Innenbereich der zu atzenden Wafer seite errei- 
chen kann. Der unter der Waferruckseite entstehende Hohlraum ist 
uber eine Bohrung, der sich ein Rohr oder ein Schlauch anschlieflt, 
mit der Auflenumgebung verbunden. Die Entstehung eines Uberdruckes 
unter dem Wafer ist da durch ausgeschlossen. Durch die Bohrung wird 
gleichzeitig die Zuleitung gefuhrt fur die zum elektrochemischen 
Atzstop erforderliche elektrische Kontaktierung des Wafers. 
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Vprrjqhttmg Sum einseitigen At 2 en einer Halbleitg r seheibe 
Srand der Technik 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum einseitigen Atzen von 
Halbleiterschelben (Siliciumwafern) , welche nach Arc einer Atzdose 
aufgebaut ist. Eine solche ist bekannt aus der Zeitschrift Vacuum 
Science Technology, Ausgabe Juli/August 1985, Seiten 1015 ff . , 
G. Kaminsky, "Mikromachining of silicon mechanical structures " . 
Darin wird eine Atzhalterung far Siliciumwafer in Form einer Teflon- 
platte beschrieben, an deren Rand in einer Nut ein O-Ring angeordnet 
ist, auf dem der zu fitzende Wafer gelagert wird. Der Wafer wird 
durch einen Ring aus Teflon, welcher mittels Nylons chraub en mit der 
Grundplatte verbunden wird, auf der Teflonplatte befestigt. Durch 
den Teflon-Ring gelangt Atzlasung an die Oberflache des Wafers. Der 
O-Ring verhindert, dafi Atzldsung an die RQckseite gelangt. Die 
Atzldsung kann allerdings den Rand des Wafers bis zur Kontaktzone 
zwischen Wafer und O-Ring beidseitig benetzen. Die mechanische Sta- 
bilitat ist deshalb im Randbereich des Wafers vermindert, auflerdem 
werden Bearbeicungsm6glichkeiten des Wafers nach dem AtzprozeB ein- 
geschrankt. Wahrend des Atzvorgangs steigt infolge der hohen Atztem- 
peraturen der Druck der unter dem Wafer befindlichen Luft an. Da- 
durch erhoht sich, besonders am Randbereich des Wafers, wo er auf 
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(54) Title: DEVICE FOR ONE-SIDEDLY ETCHING A SEMICONDUCTOR SLICE 
(54)Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM EINSEITIGEN ATZEN EINER HALBLEITERSCHEIBE 
(57) Abstract 

A device for one-sidedly etching a semiconductor slice (silicium wafer) has a tub- 
shaped base body (3, 23) upon which is hermetically fitted a lid (2, 22), in the nature of an 
etching box. The upper side of the lid (2, 22) is provided with an opening (5, 25) through 
which flows the etching liquid. The etching box bears at least two O-rings seals (7, 8, 27, 
28), of which one is centrally arranged in the base body (3, 23) and the other is centrally 
arranged in the lid (2, 22). A wire (10) of a spring contact (1 1, 41) connected with the waf- 
er is led out of the etching box through a bore (4) in the base body (3, 23). 



(57) 

Es wird eine Vorrichtung zum einseitigen Atzen einer Halbieiterscheibe (Silicium- 
wafer) vorgeschlagen, die nach Art einer Atzdose aus einem wannenfdrmigen Grundk6r- 
per (3, 23) und einem dichtschlOssig auf diesen passenden Deckel (2, 22) besteht. Der 
Deckel (2, 22) weist an der Oberseite eine Oflnung (5, 25) zum Durchtritt der Atzflussig- 
keit auf. Die Atzdose tragt mindestens zwei O-Ringe (7, 8, 27, 28), von denen einer zen- 
trisch im Grundkorper (3, 23), der andere zentrisch im Deckel (2, 22) angeordnet ist. Zwi- 
schen die O-Ringe (7, 8, 27, 28) ist der Wafer (1) eingespannt. Ein mit dem eines Feder- 
kontaktes (11, 41) mit dem Wafer verbundener Draht (10) ist durch erne durch den 
Grundkdrper (3, 23) verlaufende Bohrung (4) aus der Atzdose herausgefuhrt 




